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TEM evaluation of low-temperature GaN buffer layer grown on sapphire substrate 
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GaN 成長にサファイア基板を使用する場合、GaN の結晶品質に大きく影響する低温 GaN

（LT-GaN）バッファ層の成長技術が重要であり、我々は成長モードに関して報告してきた[1]。

LT-GaN 中に存在する積層欠陥は、基板界面におけるストレスを解放する役割がある[2]とされる一

方、貫通転位生成の起点になるとの報告がある[3,4]。転位密度を低減させた高品質 GaN 基板作製

のためには、低温バッファ層中の積層欠陥を詳細に観察し、貫通転位生成との関係を明確にする

ことが重要である。 

本研究では MOPVE（metalorganic vapor phase epitaxy）により低温で堆積した LT-GaN のアニー

ルによる変化と、高温で成長する GaN（HT-GaN）成長初期過程の形態や結晶構造を詳細に調査し

た。各試料の断面 TEM 写真を Fig.1 に示す。LT-GaN は数 nm 幅のグレインが連続膜を形成してお

り、既に報告されているように、多くの積層欠陥が認められる[Fig.1(a)]。アニールにより、LT-GaN

はアイランド状に変化し、グレイン界面は観察されなくなる[Fig.1(b)]。しかし、積層欠陥のスタ

ッキングを解析することにより、スタックシーケンスの違いとしてグレイン界面が保持されると

推定した。発表では、HT-GaN 成長初期のアイランド[Fig.1(c)]に観察される貫通転位の高分解能

STEM 解析により、貫通転位の起点と積層欠陥ならびに残留界面との関係について議論したい。 
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Fig. 1 断面 TEM 写真 

(a) LT-GaN アニールなし, (b) LT-GaN アニールあり, (c) HT-GaN15sec, 矢印は貫通転位 

(a) (b) (c)
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